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審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
 
 本論文では、界面磁気異方性の電圧効果に及ぼす量子井戸の効果を実験的に明らかにしており、非
常に新規性の高い成果を得ている。電圧制御磁気異方性特性は、未解明な部分が多く、現在理論も含
め基礎研究が活発に行われているが、本研究はこの問題全般への寄与が高いと思われる。同時に、電
圧制御磁気異方性は次世代の磁気ランダムアクセスメモリ技術として注目を集めており、本研究で得た
400 fJ/Vmに迫る大きな効果は応用面からの重要性も持ち合わせていると考えられる。 
 主題となる電圧制御磁気異方性のみならず、大きな界面磁気異方性の実現、高品位量子井戸構造の
創成、量子井戸によるトンネル磁気抵抗効果の増大などの成果もスピントロニクス分野での目立った成果
であり、論文全体として高い価値が認められる。加えて、上記の成果は Fe層厚を連続的変化させるという
薄膜成長技術を研究にうまく取り込んだこと、電圧制御磁気異方性特性の測定方法を効率的に行う方法
を確立したことなど、実験技術を進歩させたことにもよっている。界面磁気異方性の電圧効果に関して、
幅広い基礎的実験から新規現象の発見までを収めた特筆すべき論文である。 
 
〔最終試験結果〕 
  
 平成３０年８月４日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
 
